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Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!
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1.8. Токи в полупроводниках



Как уже отмечалось выше, проводимость, а следовательно, и ток в полупроводниках обусловлены двумя типами свободных носителей. Кроме этого, также есть две причины, обуславливающие появление электрического тока, - наличие электрического поля и наличие градиента концентрации свободных носителей. С учетом сказанного плотность тока в полупроводниках в общем случае будет суммой четырех компонент:



   (1.29)


где J - плотность тока, jnE - дрейфовая компонента электронного тока, jnD - диффузионная компонента электронного тока, jpE - дрейфовая компонента дырочного тока, jpD - диффузионная компонента дырочного тока.




Выражение для каждой из компонент тока дается следующими соотношениями:



   (1.30)


где Dn - коэффициент диффузии электронов, связанный с подвижностью электронов μn соотношением Dn = (kT/q)μn. Аналогичные соотношения существуют для коэффициентов диффузии дырок Dp и подвижности дырок μp.
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     EdwardQuoro пишет...

     Приветствую всех! Нашел в интернете один ресурс с познавательными материалами. Мне он понравился. Захотел поделиться 

https://misternews.ru/баклажаны-по-корейски-безумно-вкусны_4ab5ef521.html>Правильная схема продвижения в интернет. Партнёрство с WWPCapital. 
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